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DIMENSION (MM) DIMENSION (INCH)
SYMBOLS
MIN MAX MIN MAX
A 1.30 1.70 0.051 0.067
Al 0.00 0.15 0.000 0.006
A2 1.25 1.52 0.049 0.060
b 0.33 0.51 0.013 0.020
5.80 6.20 0.228 0.244
D 4.80 5.00 0.189 0.197
D1 3.15 3.45 0.124 0.136
E 3.80 4.00 0.150 0.157
E1 2.26 2.56 0.089 0.101
e 1.27 BSC 0.050 BSC
H 0.19 0.25 0.0075 | 0.0098
L 0.41 1.27 0.016 0.050
9 0° 8° 0° 8°
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